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pro integrovane obvody v pevn^ fazi 



(57) Lazen je tvofena smesi kyseliny du- 
sicne HNO^ a kyseliny f luorovodxkove HP 
zfedSnou etyl^nglykolem HOCHgCHgOH. Svym 
alozenim umoznuje leptdnl vrstev silicidu 
chromu SiCrg niokrou ceatou slucitelne a 
vyrobou integrovanych obvodil v pevne fazi- 
Doaud bylo nutno tvarovat vratvy ailicidu 
chromu SiCr2 pro integrovane obvody v pev- 
ne fizi podatatnl narocnejSi technologic 
iontoveho leptani, Jelikoz dosud zname 
lazne pro mokre leptani nebyly slucitelne 
a. pouzivanou technologii vyroby integrova- 
nych obvodA v pevne f^zi* 
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Vynalez ae tyk^ laznS pro lept^ni vrstev sillcidu chromu pouziteln^ v technologii 
vyroby integrovanych obvodi v pevne fazi. 

U nekterych integrovanych obvodii v pevnd fazi ae dosahuje spiSkovych hodnot caao- 
ve a teplotni stability uzitim tenkovratvovyeh odpord. Tyto odpory jaou vytvarovany z 
tenk;ych vratev, nanesenyoh na povroh aystemu integrovan^ho obvodu na rozdil od bezne 
uzi'vanych odporii. jejichz drdhy Jsou vytvoreny oblaatmi difundovanymi nebo iraplantova- 
nymi do monokiYstalickeho kferaiku. Materialem pro tenkovratvove odpory byva caato si- 
licid chromu CrSig. Vratvy sillcidu chromu a vhodnyini parametry Ize vyrobit podle cs. 
autorakeho oavedceni c. 2044. Tvarovani tachto vratev Ize obecne prov^det nekolika 
zpiisoby: leptani'm mokrou nebo suchou cestou nebo nanaaeni'm vrstvy na povrch pfedem vy- 
tvarovan^ sablony a n^alednym odplavenim pfebyteSnych ciati' vrstvy spolu s sablonou. 
Poaledne jmenovana metoda nazyvana "lift-off" ma zasadni nevyhodu v torn, ze pfitomnoat 
sablony zpravidla vylucuje moznost zihani vrstvy behem depozice, bez n§hoz neni mozne 
dosahnout potfebn^ teplotni stability vrstvoveho odporu. 

Pro mokre leptani vrstev ailicidu chromu obsahujxcich kyslik nebo wolfram na kfe- 
niikovych deskach ae strukturami monolitickych integrovanych obvodi je znama laze^. kte 
ra ma nevyhodu v torn, ze krome HP, HNO3. CH3COOH a obsahuje take vysokomolekularm' 
slozku na bazi klihu nebo zelatiny. Tato organicka aditiva neezistuji v ciatote potfeb 
ne pro vyrobu integrovanych obvodd. Z uvedeneho duvodu mfize pouziti teto l^zns vest ke 
zhorseni elektrickych parametrii a spolehlivosti integrovanych obvodii v pevn^ fazi. 

Jinym pripadem mokreho leptini vrstev ailicidu chromu je leptanx v Idzni slozene 
z KP, H^Op. HCl a HpO. Erestoze je tato lazeii urcena pro leptdni vrstev CrSigN^, nelze 
ji pouzxt V pfipadech. kdy jaou kontaktnx okenka ke kfemiku otevfena jeate pfed depozi 
cx odporov^ vratvy. V takove'm pfxpade je totiz po vyleptanx odporove vratvy ucinkujn 
lizne vyatavena plocha Si kontaktil a pouzitxm vySe uveden^ lizne dochazx vlivem elek- 
trochemickyoh dSjd k jejtch poakozenx. Totez se tyka laznx slozenych z kombinace HNO3. 
HP, NH^P, HjPO^ a HgO. 

Plazmochemicke leptdnx vrstev ailicidu chromu je take nepouzitelne', protoze ?fi 
nem nelze zarucit selektivitu leptanx vzhledem k podlozni vrstve, jiz byva zpravidla ^ 
nitrid kfemxku v kombinaci a monokrystalickym kfemikem v miatech kontaktil. Z tSohto 
vodA se pro tvarovani vrstev ailicidu chromu pouzxva iontov^ leptanx, tj. odprasovdnx 
argOQOvyrai ionty ve vysokofrekvenSnim v;^boji. Nevj^hodou tdto raetody je jeji rychlost 
leptanx fadovS 1 nm/min a vyaoka technioki narocnost. Navxc, podobnS jako v pfxpade 
plazmochemickeho leptani. nelze ani u tdto metody zarucit dostatecnou selektivitu viloi 
podloznim vratvdm. Leptdnx ae provadi v naprasovacich zafx'zenxoh vybavenyoh doplnkem ^ 
pro vyaokofrekvencnx iontove leptanx a vyzaduje samostatny vakuovy cyklus, tj. vycerpa 
nx do oblasti vyaokeho vakua min. 10''^ Pa, provedenx' leptani a zavzduanSnx. Leptanx je 
nutno mezioperacne kontrolovat a podle potfeby proveat doleptanx v dalsxm vakuovem 
cyklu. 

Uvedene nevyhody odatraSuje lazen pro leptanx vratev sillcidu chromu pro integro- 
vane obvody v pevne fazi podle vynilezu, jehoz podatata spoci'v^ v torn, ze obsahuje 1 
az 5 objemovych f. kyseliny duaicn^ HIIO3, 1 az 5 objemovych % kyaeliny f luorovodikove 
HP a 90 az 98 objemovych % etyl^nglykolu HOCHgCHgOH. 

Ve arovnanx ae zpiiaobem tvarovani vratev ailicidu chromu iontovym leptanx'm je 
leptanx v lazni podle vynalezu produktivne jsx, nevyzaduje ndkladna technologicka zarx- 
zenx a odstraSuje nutnoet manipulace a kfernxkovymi deskami. Dalax vyhodou pouzitx laz- 
. ne podle vynalezu je odatrananx radiacnxho poakozenx struktur, ktere vznikd pfi ionto 
vem leptanx vratev ailicidu chromu piSaobenim energetickych nabitych oaatic. Diialedkera 
je zlepaenx elektrickych parametrii struktur citlivych na pfxtomnoat naboje v dielek- 
trickych vrstvach a na vlaetnoatl povrchi. 
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Ve srovnani se zndmymi zpiisoby mokr^ho leptanx vrstev ze Qilicidu chromu nedocha- 
zi V oblastech obnazeneho monokrystalu kfemiku k poakozeni jeho povrchu* Vaechny pou- 
zit^ chemikalie jaou dostupne v ciatote potrebne pro vyrobu integrovanych obvodCi v 
pevne f^zi. 

Lazen o alozeni napfiklad: etyldnglykol 2 1, kyselina duaicna 20 ml, kyselina 
f luorovodikova 40 ml leptd vratvy silicidu chjr-omu homogenne rychloati 10 nm/min pfi po- 
kojove teplotS, pficemz prakticky nenapad^ vrstvu podlozniho nitridu kfemiku, Pfi atyku 
3 obnazenymi oblastmi monokrystalickeho kfemiku v raistech kontaktu dojde k jeoich rovno- 
merndmu mirnemu naleptani bez znamek jak^koli degradace nezavisle na typu vodivosti a 
velikosti dotace. 

Lazen pro leptanf vrstev sillcidu chromu podle vynalezu umoznuje leptanx techto 
vrstev mokrou cestou, je univerzalne pouzitelna, zarucuje vysokou cistotu procesu a z 
ni vyplyvajxcx spolehlivoat a reprodukovatelnoat vyroby integrovanych obvodii v pevne 
fazi. 



p^edmSt vynalezu 

Lazen pro leptanx vratev silicidu chromu pro integrovan^ obvody v pevne f azi , vy- 
znacujfcx ae txm, ze obsahuje 1 az 5 objeraovych % kyaeliny dusicne HNO^, 1 az 5 obje- 
movych % kyaeliny f luorovodxkbve HP a zbytek do 100 objemovych % etylenglykolu 
HOCH2CH2OH. 



